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Sehr geehrtes Mitglied!

Unsere Jahrestagung fand dieses Jahr in England im Rahmen der ECCG-2 statt. Um so
erfreulicher ist es, daB eine recht grolle Zahl von Mitgliedern dort hingefunden hat.
Das Protokoll der am 11.9. abgehaltenen Mitgliederversammlung wird im Anschlufl allen
Mitgliedern zur Kenntnis gebracht. Durch die geringe Zeit, die fir die Vergammlung
zur Verfligung stand, kam die Diskugsion mit den Mitgliedern zu kurz, zumal sehr viel
Zeit fiir die Vorstandswahl ben®tigt wurde. Der Vorstand gelobt Besserung und wird
dafiir sorgen, daB auf der nichsten Mitgliederversammlung genigend Zeit fiir Digkus-

sionen vorgesehen wird.

Dieses Mitteilungsblatt enthilt weiterhin die 1. Ankiindigung der Jahrestagung 1930
in Karlsruhe. Diese wird wieder im Frithjahr stattfinden, und zwar in der Woche vor
der DPG-Frithjahrstagung in Freudenstadt, Herr Dr. Miller-vogt hat sich bereiterklart,
die Anmeldungstermine fir Vortrdge sehr spat zu legen, da unsere Jahrestagungen so
dicht aufeinander folgen.

Protokeoll der Mitgliederversammlung 1979

Auf Einladung des Vorstands vom Juli 1979 wurde die diesjdhrige Mitgliederversamm-
lung am 11. September 1979 im Chemie~H&rsaal der Universitit Lancaster abgehalten.
Sie fand statt im Rahmen der Second Eurcpean Conference on Crystal Growth (ECCG-2),
die nach einem Beschlul der Mitgliederversammlunhg aus dem Jahre 1978 gleichzeitig
die Jahrestagung der DGKK war.



Tagesordnung:

1. Begriifung und Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden
2, Bericht des Schriftfiihrers .
3. Bericht des Schatzmeisters und der Rechnungspriifer
4. Entlastung des Vorstands
5. BeschluBfassung iiber den Jahresbeitrag 1980
6. Vom Finanzamt K&ln angeregte Satzungsidnderung
7. Tagungsorte 1980/1981/1982
g§. Bericht iiber ICCG-6 in Moskau, Pauschalreisen etc.
9. Bericht lUber Stand der Organisation von ICCG-7
10. Wahl des Vorstands fiir die Amtsperiode 1980/81
11. Verschiedenes

1, BegriiBung und Rechenschaftsbericht des Vorgitzenden

Der Vorsitzende eroffnete die Veranstaltung und stellte die BeschluBfdhigkeit fest.
Es waren 47 Mitglieder anwesend, deutlich mehr als ein Fiinftel der Gesamtzahl der
Mitglieder, wie nach der Satzung fir die BeschluBfihigkeit vorgeschrieben ist.

Die Versammlung nahm die Tagesordnung einstimmig an.

Der Vorsitzende konnte iiber eine recht erfreuliiche Entwicklung der Gesellschaft be-
richten., Die Zahl der Neuanmeldungen von Mitgliedern hat sich auBerordentlich erhsht,
soc dald wohl nahezu alle in der Bundesrepublik wmit Kristallwachstum undé Kristall-
zlichtung beschiftigten Persconen von unserer Gesellschaft erfaBlt werden. Erfreulich
ist auch, dal die mit Halbleiter-Kristallen befalte Industrie jetzt auch bei uns
stark vertreten ist.

Die DGEK hat erstmals filr junge Wissenschaftler Rejsestipendien vergeben. Von 7 vor-
liegenden Antrigen auf Unterstiitzung zur Reise zur ECCG-2 konnten 5 bewilligt werden.

Pie Vorbereitungen zur ICCG-7 {1983) machen gute Fortschritte. Es ist sowohl ein
Organisations~ als auch ein Programm-Komitee fiir diese Tagung festgelegt worden.

Der Tagungsort Stuttgart steht ebenfalls fest. Die DGKK hat sich offiziell bei der
internationalen Organisation IOCG um die ICCG-7 beworben. Die Entscheidung iiber die!
Vergabe der Tagung an die Bundesrepublik wird im September 1980 wihrend der ICCG-6
in Moskau fallen.

Die Mitgliederversammlung gedachte der drei verstorbenen Mitglieder Dr. P. Balmer,
Prof. Pr. D. Geist und Prof. Dr., I. Stranski.

2. Bericht des Schriftfiihrers

Die letzte Mitgliederversammlung hat im Mdrz 1978 stattgefunden. Der Berichtszeit-
raum umfaBt also 18 Monate. Im Mirz 1978 hatte der Schriftfiihrer iiber einen Bestand
von 190 Mitgliedern berichtet. Im Berichtszeitraum hatten wir die erfreulich hohe
Zahl von 18 Neuanmeldungen, darunter auch einige Firmen als korperative Mitglieder.
Wir hatten 3 Todesfille und 6 Austritte von Mitgliedern.

Wir haben die Gelegenheit der vielen Neuanmeldungen zum Anlall genommen, unsere
Kartei einmal griindlich durchzuforsten, Auf Beschlufl des Vorstands wurden die Mit-
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glieder aus der Kartei entfernt, die 3 Jahre und mehr mit ihrem Mitgliedsbeitrag im
Riickstand sind. Es handelt sich um 14 Perscnen, deren Mitgliedschaft damit erloschen

ist.
Die Endabrechnung ergibt einen Mitgliederbestand von 185.

Es wurden im Berichtszeitraum 3 Mitteilungsbldtter herausgegeben.

3. Bericht des Schatzmeisters und der Rechnungsgpriifer

Der Schatzmeister, Frau Dr. Grabmaier, erliuterte den Kassenbericht fiir die Zeit
vom 1.3.1978 bis 31.7.1979. Die Einnahmen betrugen DM 5.605,32, die Ausgaben
DM 4.0987,00. Damit erhdht sich der Kassenbestand um DM 1.508,32 auf DM 20.540,14.

Die Kassenfilhrung wurde von den Herren Dr. R. Diehl und Dr. K. Fischer gepriift und

fir ordnungsgemal( befunden.

Der sehr schleppende Eingang der Mitgliedsbeitrdge wurde bedauert.

4. Entlastung des Vorsgtands

Auf Antrag des Vorsitzenden erteilte die Versammlung dem Vorstand einstimmig die

Entlastung.

5. BeschluBfassung liber den Jahresbeitraqg

Auf Antrag des Vorstands beschleB die Versammlung einstimmig, den Beitrag auf der
bisherigen Hohe von DM 20,-- (Studenten DM 10,--) zu belassen.

6. Satzungsanderung

Wie uns das Finanzamt Kgln mitgeteilt hat, entspricht § 15 unserer Satzung nicht
voll den Regeln fiir anerkennung der "Gemeinniitzigkeit". Um dieses steuerlich wich-
tige Privileg zu erhalten, wird deshalb eine 3atzungsdnderung notwendig. Der Vor-
sitzende erliuterte diesen Sachverhalt und las éen vom Vorstand anhand einer wvom
Finanzamt vorgeschlagenen Mustersatzung erarbeiteten neuen Text vor. Der § 15
unserer bisherigen Satzung wird gestrichen und dafiir folgender neuer Text einge-
setzt:

§ 15

l}) Die DGKK e.V. mit Sitz in Kdln verfolgt ausschlieBlich und unmittelbar gemein-
niitzige Zwecke im Sinne des 2bschnitts "Steuerbeqgiinstigte Zwecke" der Abgaben-
ordnung. Zweck des Vereins sind die in der Satzung unter § 2 Ziffer 1-4 aunfge-
fithrten Aktivitaten.

Der Satzungszweck wird verwirklicht inshesondere durch die Durchfilhrung wissen-
schaftlicher Veranstaltungen auf nationaler und internationaler Ebehe, sowle
durch die F&rderung von Forschung, Lehre und Technologie auf den Gebieten des

Kristallwachstums und der Kristallzichtung.

2) Der Verein ist selbstlos td3tig: er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke.
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3) Mittel des Vereins dlrfen nur fiir die satzungsmidBigen Zwecke verwendet werden.

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Koérperschaft fremd‘sind,

oder durch unverhdltnismidflig hohe Vergiitungen begiunstigt werden.

5) Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflésung oder Aufhebung
der Geszellschaft keinerlei Rlickzahlungen aus ihren Beitrdgen, ansonsten nicht

mehr als ihre eventuell geleisteten Sacheinlagen =zuriick,

6) Verwaltungsausgaben diirfen nur fiir die Zwecke der Gesellschaft gemacht werden.
Aufwendungen flr Sach- und Dienstleistungen im Auftrage der Gesellschaft werden
nach dem "Gesetz liber Reisekosten der Beamten" vergiltet, bei Uberschreitung

dieser Sdtze in HOhe der nachgewiesenen Barauslagen.

Die Satzungsdnderung wurde von der Versammlung mit einer Mehrheit wvon 46 wvon 47

Stimmen bei einer Enthaltung gebilligt.

Der Vorsitzende erklirte die Satzungsidnderung fiir vollzogen, Da sich das Finanzamt
Kéln mit dem neuen Text schon einverstanden erkldrt hat, kann die Satzungsdnderung |

hunmehr dem Registergericht in Xgln mitgeteilt werden.

7. Tagungen

Der Vorsitzende erliuterte die wvom Vorstand vorgeschlagenen Tagungsorte.

a) 1¢80: Es wurde mit groBer Mehrheit dem Vorschlag zugestimmt, die Tagung im
nichsten Friihjahr {wahrscheinlich in der 2. Midrzhilfte) in Karlsruhe
durchzufihren. Der Vorsitzende dankte Herrn Dr. Miller-Vogt fir seine

Bereitschaft, die Jahrestagung zu organisieren.

b) 1981: Der Vorsitzende berichtete iber die Bestrebungen, zusammen mit der eng-
lischen und der hollandischen Gesellschaft in Noordwijkerhout zu tagen,
wobei ebenfalls ein Termin im Frithjahr ins Auge gefaBt wird. Der Vor-
schlag wurde pogitiv aufgenommen. Aus dem Kreis der Mitglieder kamen
folgende Anrsgungen:

1. Der Kreis der offiziell teilnehmenden Liander sollte auf keinen Fall
vergrilert werden, um nicht eine weitere "ECCG" zu kreieren.

2. Die Verlegung unserer Jahrestagungen auf das Friihjahr wird allgemein
akzeptiert. es wird aber der Wunsch gedullert, die "Deadline" fiir die Ein-
reichung der Vortrdge immer méglichst spdt zu setzen, um gegeniiber den

vielen Herbsttagungen geniigend Spielraum zu haben.

c) 1982: Der Vorsitzende berichtete iiber Gespriche mit dem GVC-Fachausschuli Kri-
stallisation sowie der Sektion fiir Kristallwachstum der Schweiz. Ges. £.
Kristallographie iiber eine gemeinsame Veranstaltung im Jahre 1982, Der
Vorschlag wurde nicht weiter diskutiert, aber allgemelin positiv aufge-

nommen.,

d} 1983: Die Jahrestagung wird voraussichtlich im Rahmen won ICCG-7 durchgefithrt.



8. Bericht itiber ICCG-6 in Moskau

Der Schriftfihrer berichtete liber Gesprdche mit Reisebiiros liber Pauschalreisen zur
Tagung in Moskau. Sollten definitive Angebote worliegen, so wird den Mitgliedern

dies rechtzeitig mitgeteilt,

9, Bericht iiber den Stand der Organisation wvon ICCG-7

Dieser Punkt wurde schon im Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden behandelt.

10. wahl des Vorstandes fir die Amtsgperiode 1980/81

Die Herren Dr. Benz, Dr. Mateika und Dr. Klapper scheiden satzungsgemil am Jahres-
ende aus dem Vorstand aus. Die verbleibenden Mitglieder kandidierten wiederum, und
zwar Herr Professor Nitsche als 1. Vorsitzender, Herr Dr. Riuber als Schriftfilhrer,
Frau Dr. Grabmaier als Schatzmeister und Herr Professor Wenzl als weiteres Mitglied.
2ls neue Kandidaten hatten sich zur Verfiigung gestellt die Herren Dr, Jacob (2, Vor-
sitzender), Dr. Miiller-Vogt und Dr. Wallrafen als weitere Mitglieder.

Die Vorstandsmitglieder wurden einzeln in geheimer Wahl wie folgt gewdhlts:

1. Vorsitzender: Nitsche 42 Stimmen, R3uker 1, Enth. 2

2. Vorsitzender: Jacob 36, Riuber 5, Lacmann 1, Wallrafen 1, Milller-Vogt 1,
Wenzl 1, Enth. 1

Schriftfilhrer: Rauber 42, Wenzl 1, Grabmaier 3

Schatzmeister: Grabmaier 43, Enth. 1

1. Beisitzer: Wenzl 33, Wallrafen 2, Reichelt 1, Bauser 1, Mever 1,
Nitschmann 1, Enth. 7

2, Beisitzer: Wallrafen 42, Miller-vogt 1, Enth. 3

3. Beisitzer: Miller-Vogt 43, Diehl 1, Schwabe 1, Wallrafen 1, Enth. 1

Alle gewdhlten Kandidaten nahmen die Wahl an.

Pamit hat der Vorstand flir die nd3chste Amtsperiode die Zusammensetzung:

l. Versitzender: Professor Dr. R. Nitsche

2. Vorsitzender: Dr. H. Jacaob
Schriftfihrer: Dr. A. Riuber
Schatzmeister: Frau Dr. Ch. Grabmaier

weitere Mitglieder: Dr. G. Miiller-Vogt
Dr, F. Wallrafen

Prof, Dr. H. Wenzl

11. Verschiedenes

Zu Punkt “"Verschiedenes" lagen keine Antrdge vor.

Mit freundlichem Gruld

gez. A. Rduber gez. R. Nitsche
{schriftfithrer) (Vorsitzender)



DGKK-Fachkollaguien

Der Vorstand hat - zwecks Erweiterung des wissenschaftlichen Angebots unserer Gesell-

schaft = beachlessen, in Zukunft scgenannte "DGEKK - Fachkolloguien' zu veranstalten.

Ziel dieser Veranstaltungen soll es sein: »

1} Den derzeitigen Wissens— und Erfahrungsstand eines eng definierten, wissenschaft-
lich und/oder technisch aktuellen Fachgehietes darzustellen, um

2) Problemltsungen anzuregen, neue Arbeitstechniken vorzuschlagen und zukiinftige
Forschungsrichtungen aufzuzeigen,

3) Erfahrungsaustausch unter den auf diesem Fachgebiet tdtigen Spezialisten anzuregen
und zu pflegen.

4) Fortbildung und Informationsmiglichkeiten fir marginal Interessierte zu bieten.

Diegse Ziele sollen erreicht werden durch:

1) Eine - in der Regel - eintdgige Veranstaltung mit begrenzter Teilnehmerzahl, be-
gstehend auss

2) Vortragssitzung mit begrenzter Zahl (nur) eingeladener Vortrige von fiihrenden
Spezialisten des Fachgebiets mit ausgisbiger Diskussionsmdglichkeit.

3) Round-table Gesprich nach der Vortragssitzung; kritische Sichtung des Materials,
Erarbeitung des Problemstatus und von Losungsstrategien.

4) Gelegenheit zu personlichen Gesprachen.

Die Fachkollogquien stehen bewuBt im Gegensatz zu unseren wissenschaftlichen Jahres-
tagungen. Wdhrend letztere traditionsgemdfB ein sehr breites Spektrum von Forschungs-
arbeiten auf den Gebieten des Wachstuma, der Ziichtung, der Charakterisierung und der
Anwendung kristalliner Materie bieten, ist das Fachkolloguium fiir den Spezialisten
gedacht, der aus Zeitgriinden oder wegen seiner anderen Interessenlage nicht an der
Jahrestagung teilnehmen will, sondern eine "konzentrierte” Veranstaltung bevorzugt.
Beide Veranstaltungen haben ihre Daseinsberechtigung. Sie sollen sich ergidnzen, nicht
konkurrieren.

Das erste DGKK~Fachkolloquium (siehe unten) soll am 18./19., MiArz 1980 (EBeginn und

Ende jeweils um die Mittagszeit) in Karlsruhe stattfinden, unmittelbar vor unserer
Jahrestagung, um Interesgsierten Gelegenheit zu geben, beide Veranstaltungen zu be-
suchen,. Das Thema lautet "Striations”. Die wissenschaftliche Leitung hat Prof. Dr.
H. Weisa, Institut fiir Werkstoffwissenschaften 6 der Universitidt Erlangen-Niirnberg.

Zahlreiche, beim realen Kristallwachstum auftretende Stor- und Schmutzeffekte hinteri
lassen im Kristall charakteristische Streifenmuster héchst unterschiedlicher Dimen-
sionen. Diese "striations® sind gelegentlich mit bloBem Auge sichtbar, hiufjg aber
erst im Mikroskop nach einer geeigneten Atzbehandiung oder im Réntgentopcegramm.
Zweifellos stellen sie Makro- bzw. Mikroinhomogenititen dar, die oft unerwiinscht sind.
IThre Ursachen sind z.T. weitgehend ungeklidrt und oft systemspezifigch. Sie k&nnen
begriindet sein in periocdischen Schwankungen der Temperatur (und damit der Wachstums—
geschwindigkeit} an der Phasengrenzfliche infolge apparativer Mingel oder konvektiver
Instabilitdten in Schmelzen und L&sungen, in Schwankungen des effektiven Verteilungs-
koeffizienten oder gar in der pericdischen Abscheidung von Verunreinigungen, die der
wachsende Kristall nicht mehr "verdauen" kann. Auch andere Ph3nomene, wie z.B. Mikro-
verzwilligung wdhrend des Wachstums, konnen beteiligt sein. Striations sind besonderg
fir die Halbleiterindustrie von Bedeutung, da sie — bei fortschreitender Miniaturi-
sierung - ein ernsthafter Storfaktor sein konnten.

Der Vorstand bittet alle Mitglieder, die an kiinftigen Fachkolloquien interessiert

sind, um weitere Themenvorschlidge.



Bericht von der 2. Furopdischen Tagung iiber Krigtallziichtung ECCG-2 in Lancaster
vom 10, bis 15, 9, 1979

von F, Wallrafen

Die ECCG-2 wurde von der British Association for Crystal Growth (B.A.C.G.) in Lan-
caster unter Vorsitz wvon B. Cockayne organisiert., 273 Tagungsteilnehmern, darunter
ca. 20 % aus der Bundesrepublik {(der Anteil der deutschen Teilnehmer entgprach dem
auf der ECCG-1), wurde ein abwechslungsreiches und vielfdltiges Programm prasentiert.
In 17 Plenarvortrigen wurde ein weites Spektrum fiir den Kristallziichter und Anwender
geboten. Da bei den Plenarvortrigen keine Parallelsitzungen stattfanden, entfiel

dankenswerterweise die Alternativentscheidunyg, welchen Vortrag man besuchen sollte.

Die Konferenzsprache war Englisch. In Ziirich war noch die akustisch schlecht zu ver-
stehende Aussprache der Redner mit Englisch als Muttersprache bemingelt worden. M.E.
hat sich das in Lancaster nicht wiederholt, sondern sogar das Bemiihen der "Engldnder"
gezeigt, allen Teilnehmern auf sprachlicher Ebene entgegenzukommen. Dagegen ist bei
einigen wenigen Plenharvortrdgen die mangelhafte Aussprache des Englischen und das in
reproduktionstechnischer Hinsicht z.T. miserable Dia-Material zu kritisieren. Man
kann nur hoffen, daB in Zukunft auf weiteren Tagungen dieser Art seitens der Organi-
satoren strengere Anforderungen gestellt werden. Ferner bleibt festzustellen, dafl
ainige der "Contributed Papers" einen hcheren wissenschaftlichen Standard aufwiesen

als einige Plenarvortrige.

Zur besseren Ubersicht beziiglich des wissenschaftlichen Programms sind im folgenden
die Titel der Plenarvortrage aufgefiihrt (alle Plenarvortrige werden in Kirze als

Proceedings in einer speziellen Ausgabe des Journal of Crystal Growth versffentlicht):

1., Important Electronic Materials (W. Bardsley)
2. Recent Developments in the Topographic Assessment of Crystals (A, Authier)
3. Modern Trends of Technical Crystallization (G. Matz)

4, The Effect of Substrate Orientation on the Growth Kinetics of Garnet Liguid Phase
Epitaxy (W. van Erk, H.J.G.J. van Heoek, G. Bartels)

5. Progress in the Analysis of Crystalline Solids (E.J. Millett}

6. In-situ Electron Microscopy of Phase Transformation in Crystal Growth Processes
(A. Maas)

7. Marangoni Convection in Floating Zone under Reduced Gravity (C.H. Chun)

8., Impurity Distribution in Epitaxial Films Grown from Vapours or Molecular Icn
Beamgs (L.N. Aleksandrov)

9. New Polar Materials (R.W. Whatmote)
10. The Physics of Melting {(R.M.J. Cotterill)
11. Laser Annealing of Ien Implanted Semiconductors (B,J. Sealy)
12. Kinetics of Nucleation and Crystallization in Glass Forming Melts {I. Gutzow)
13, Surface Analysis During Vapour Growth (J.B. Theeten, F. Hottier)
14, Phase Diagrams and Crystal Growth (J. Venkrbec)
15. Polymer Crystallization (A.J. Pennings)
16. Material Aspects of Optical Communication (J. Jerphagnon)
17. Materials for Energy Storage and Conservation (B.C. Tofield)



Die Themen waren im wesentlichen Ubersichtsvortrige, die flir den Spezialisten wenig
Neues brachten, jedoch fir den Uberwiegenden Teil der Tagungsteilnehmer sicherlich
eine interessante Bereicherung ihres Wissensstandes darstellten, besonders was:die

Anwendung von Kristallmaterialien in der Technik anbelangt.

Die Poster Sessions (161 Themen angekilindigt, aber nicht alle prisentiert) boten eine
breit gefacherte Thematik. Die Thecorie kam ebensowenig zu kurz wie die Behandlung
der verschiedenen Xristallzuchttechniken, der Charakterisierung und Eigenschaften
der Materialien und die Aspekte der technischen Anwendung. Die teils dirftige tech-
nische Ausgestaltung der Poster - zu kleine Schriftgrdfien, hiufig zu Kleine Bilder -
scllten zukiinftige Veranstalter von Poster Sessicons veranlassen, einheitliche Richt-

linien - wenigstens filir die Mindestgrdfe von Schriftzeichen - vorzuschreiben.

Die ECCG-2 hat sich mit der hohen Teilnehmerzahl und in der durchgefilhrten Form
nahtlos an die erste Veranstaltung dieser Art in Zirich angeschlossen. Ben Ausrich-
tern {B.A.C.G.) sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Insbesondere mochte ich die
gemeinsame Unterbringung aller Tagungsteilnehmer auf dem Campus der Universitdt sehé
positiv bewerten, weil durch édie Gemeinsamkeit ein grtBerer Spielraum fiir persdn-
liche, wissenschaftliche Diskussionen (diese gehdren fiir meine Begriffe zu den wert-
vollsten Erfahrungen auf solchen Tagungen) und fiir ein besseres perstnliches Kennen-
lernen gegeben ist. Ebenso verdient die Organisation der “Sccial Events" durch die
britischen Freunde grofles Lob. Sicherlich sind wir mit der einfallsreichen Gestaltung
der Abende und der herrlichen Bootsfahrt im Lake District sehr angenehm iiberrascht

worden.

Zu erwdhnen sind noch die kommerzielle Ausstellung und Blicherschau sowie die Kri-

stallausstellung der Zichter aus China. Ich nehme an, dall nicht wenige von der Lei-
stung der Chinesen iberrascht waren. Man kann sich unschwer vorstellen, welche Fol-
gen dieses wissenschaftliche und technische Gleichziehen hat, wenn im Produktions-

bereich und auf wirtschaftlicher Ebene eine konsequente Fortsetzung erfolgt.

Tagungsbericht
2lst Electronic Materials Conference, Boulder, Colorado, USA
27.-~29.06.1979

von Dr. Klaus-W. Benz, Stuttgart

I. Allgemeine Eindriicke

Nach Meinung des Autors stellt diese jahrlich stattfindende Tagung eine der besten
auf dem Gebiet elektronischer Materialien dar. Die Uberlappung mit der 37th Annual
Device Research Conference (siehe vorangegangenen Bericht} war beabsichtigt und bis
auf die dadurch bedingten Parallelsitzungen eine gute Idee. Rund 320 Teilnehmer
waren anwesend: die Zahl der Vortridge betrug ca. 130. Es wurden folgende Themen
behandelt:



1. Laser Processing for Semiconductor Devices

2. Display Materials

3. Photovoltaics

4. Defects .
5. Compound Semiconductors

6. Laser Annealed Layers, optical and electrical properties
7. Processing Technology

8. Laser Annealing Mechanism and Microstructure

9. Interfaces

Einen breiten Raum nahm der Themenkreis "Laser Processing” und "Laser Annealing” ein,
wobeli es darum geht, kontrollierte Energiebetrige auf eine wohldefinierte Fliche an-
zuwenden, Bei den Display Materialien wurde iiber neue elektrochrome Subgtanzen be-
richtet (z.B. Lutetium-Diphthalcocyanine). Schaltzeiten liegen hier jedoch noch in
der Gegend von 50 ms. Im Rahmen des Themenkreises "Photovoltaische Materialien"
wurde neben den Arbeiten zu bekannten Materialien wie II-VI-Verbindungen auch eine
Reihe von Vortridgen zu corganischen Halbleitern gehalten. Bei Polvacetylenen (CH}x
und deren Derivaten ist es gelungen, p- und n-Halbleiter herzustellen. p-Typ-Mate-
rial erhdlt man durch Behandlung wvon (CH)x mit Brom bzw, Jod, n-Halbleiter werden
durch Dotierung mit (Li, Na., K)-Naphthaliden hergestellt (University of Pennsylvania,
Philadelphia: RCA-Zirich]).

Zur Herstellung von bindren, terndren und quaterndren ITII-V-Halbleiterschichten
standen die Methoden der konventionellen Fliissigphasen- und Gasphasenepitaxie sowie
der Epitaxie mit Hilfe metallorganischer Verbindungen im vVordergrund. Bemerkenswert
war, dal sich nur ein Vortrag mit Ergebnissen zur Molekularstrahlepitaxie beschif-
tigte. Mit den "konventionellen Epitaxieverfahren" lassen sich heute Epitaxieschich-
ten bis zu Dicken ven 150 'S und Ubergangsbereichen von 20 2 - 50 % reproduzierbar
herstellen (und damit vollig ausreichend filr viele Anwendungen!). Die Bedeutung der
Molekularstrahlepitaxie, insbesondere im Hinblick auf die Herstellung von Halbleiter-
lasern u.a. scheint nicht so stirmisch zu verlaufen, wie sie von vielen Fachleuten

- auch von deutschen Halbleitergutachtern - oft vorhergesagt wurde.

I1. Einzelbericht zu ITI-V-Halbleitern

Uber die reproduzierbare Herstellung von InP-Epitaxieschich*en nach dem Effer-Ver-

fahren berichtete M.C. Hales, Plessey, UK. Bei Ladungstrigerkonzentraticnen

{_1015 cm‘3 werden oft unbeabsichtigt kompensierte Schichten gewonnen., Nach der

gleichen Methode wurden InP-Schichten zur Herstellung von MESFET's geziichtet
(J. Chevrier et al, Thomson CSF, Frankreich). - Gates von 2/um Breite und 200/um
Linge wurden eingestellt. Messham und Majerfeld, University of Colorado, Boulder, Co,

gelang die Elimination von Oberflichenterrassen bei der Fliissigphasenepitaxie wvon InP.
Die Substratkristalle wurden hierfiir in (110)-Richtung 2,60 bei (100} Flachen und
3,3o bei (111) Flachen fehlorientiert.

Interessante Eigenschaften zeigt die Diffusion von Cd in InP (B.I. Miller and P.K.
Tien, Bell Labs, Holmdel}, welche heute bei der Fabrikation von GaAsInP/InP-Lasern
ausgenutzt wird. Bei der Diffusion in semiisolierendes Material wurden zwej Dif-

fusionsbereiche erhalten, da der Diffusionsmechanismus sowchl iliber Zwischengitter-
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plitze als auch iiber Gitterplitze ablauft. Uber optische und elektrische Eigenschaf-
ten von MBE-GaAs-Schichten trug P. Hiesinger et al., FhG-Institut, Freiburg, vor.

Die Flissigphasenepitaxie wurde zur Herstellung von Quantum-well! InP=InGaAsP com~
puterkontreolliert angewandt. Schichtdicken bis < 150 A° konnten mit einem eipfachen

Rotations-Schiebetiegel eingestellt werden (E.A. Rezeh et al, University of Illinois,

Urbana).

Einen Uberblick zur Herstellung ven terndren und guaterndren III-V-Halbleitern aus
der Schmelze (normal freezing-Technik) gab Bachmann, Bell Labs, Murray Hill, New

Jergsey. Die mdglichen Wachstumsbereiche wurden anhand von Phasendiagrammen abgelei-
tet und experimentell iiberprift. Eine sehr sorgfaltig durchgefiihrte Arbeit zur
Reinstdarstelliung von Galnas auf InP wurde von der Eastman-Gruppe durchgefiihrt
{(J.D. Oliver et al, Cornell University, Ithaca). Es wurden Ladungstrigerkonzentra-

tionen von n~ 3,5 - lOl4 cm_3 und Beweglichkeiten = 13.80C cmzv_ls—l bzw,

2 /%300
V 7s gemessen. Dieses Material hat damit bei Zimmertemperatur

/u77 = 70.000 cm
eine um den Faktor 2 hdhere Beweglichkeit als GaAs und ist somit flir Mikrowellen-—
bavelemente und schnelle Logikschaltungen interessant. Durch Pyrolyse von Trimethyl-
gallium und Tridthylindium wurden InGaAs~-Schichten aus der Gasphase fiir LEDs her- [
gestellt (Wellenlingenbereich A - 0,87 — 1,15/um). Bei 600° C Substrattemperatur
wurden Wachstumsraten von ca. 0,4/um/min erreicht, Das Verfahren scheint auch zur
Beschichtung grefiflachiger Substrate geeignet zu sein. Die Wirkungsgrade der aus den
Schichten gewcnnenen LEDs waren niedrig und lagen etwa bei 0,5 % {J.P. Noad et al,

Bell-Northern Research, Ottawa, Canada).
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